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実験結果を， Luttinger-Kohn の有効質量近似に従い， 更に励起子の効果を補正する乙とによって解
析が行なわれ， GaAs の r 点における伝導帯及び価電子帯のバンド・パラメーターが決定された。
同時に n 型不純物濃度を変えることによって吸収スペクトノレがどう変化するかも調べられた。
次に GaAs で，帯問振動ファラデ一回転が観測され，そのスペクトノレが不純物濃度によって著るし





同じファラデ一回転の解析法が InSb 及び Ge についても適用され，数値計算によるスペクトラム











この方法を Ge， InSb にも適用した。上記のように実験および理論において独創性を発揮し，充分学
位に値する論文であると思う。
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